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transistors au Q-métre.

Application des

Un des trois montages fondamentaux des transistors (base |
commune) permet la réalisation d’impédances d’entrée trés
basses, condition primordiale pour un mesureur d’intensités
alternatives.

Cet avantage peut étre combiné a la loi de variation de
I'intensité dans un circuit résonnant en fonction de la valeur
de la capacité, loi qui peut directement étre reliée a la valeur
du coeflicient Q de surtension de la self étudiée.

Excitant un circuit résonnant dans lequel on a inséré la self
a étudier, 4 sa fréquence propre w, on a pour une capacité ¢
une intensité
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La résistance apparente R du circuit est alors reliée a ¢ par

la relation
R = + kA 3 (1)
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et par de faibles variations de c('s(%‘ S 8225)
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Le mesureur d’intensité alternative doit posséder une faible
résistance interne r de maniére que r soit négligeable vis-a-vis
de R, condition qui peut étre réalisée de la maniére suivante.
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Capacité graduée en Q en fonction de points fixes portés
sur c.

Ce dispositif permet de mesurer avec une bonne précision
les facteurs de surtensions sans employer un systéme de mesure
de puissance délicat et cotiteux.
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